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DENEY NO 1.3.1 
DENEY ADI: MOSFET DENEYLER  

 
1.3.1.1 MOSFET Açlma Testi 
 
Devreyi ekil 1.3.7�deki gibi kurunuz.  

 
ekil 1.3.7 

 

 
 

ekil 1.3.8 
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DENEY N YAPILI I: 
 

1-  Gerekli ba lantlar yaptktan sonra devreye gerilim veriniz. 
2-  Gate gerilimine yava  yava  artrarak osiloaskoptan çk  gerilimini izleyiniz. Bu 

anda çk  gerilimi besleme gerilimi olan 15V civarnda olmaldr. 
3-  Gate gerilimi 3V civarna gelince çk  gerilimi yava ça azalmaya ba layacaktr. 

Bu andaki gate gerilimini kaydediniz. (Mosfet iletime geçmeye ba lam tr.) 
4-  Gate gerilimini artrmaya devam ediniz. Çk  gerilimi ksa bir süre sonra en az 

seviyesine inecek ve artk dü meyecektir. (Mosfet iletimdedir.)  
Bu voltaj de eri 4.3V civarndadr. 

5-  Gate gerilimine göre çk  grafi ini çiziniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 1.3.9 

 
ekil 1.3.10 

 
 

VGG Vçk  

0V 15V 
1V 15V 
2V 15V 
3V 15V 

3.3V 14V 
3.6V 12V 
3.8V 10V 
4V 5V 

4.1V 2V 
4.2V 1V 
4.3V 1V 
5V 1V 
8V 1V 
10V 1V 
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1.3.1.2 MOSFET Anahtarlama Testi 
 
Devreyi ekil 1.3.11�deki gibi kurunuz.  

 
ekil 1.3.11 

 
 

ekil 1.3.12 
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DENEY N YAPILI I: 
 

1- Giri e 10V tepe de erine sahip, 10kHz�lik kare dalga uygulayarak, VGS kap 
kaynak gerilimini(Y1), ve VDS akaç-kaynak gerilimini(Y2) osiloskopta 
gözlemleyerek çiziniz. Y2 kanalndan gördü ünüz akaç-kaynak gerilimi gerçek 
akaç-kaynak gerilimi midir? Osiloskobun ölçüm problarndan birini Y ile 
gösterilen noktaya takarak, akaç akmn gözlemleyiniz ve çiziniz.   
Uygulad nz kare dalgann tepe de erini 10V�den yava  yava  dü ürerek, bir 
önceki a amada ölçüm ald nz dalga ekillerini gözlemleyiniz. Ne gibi 
de i iklikler gözlemliyorsunuz? Gerilimi dü ürmeye devam ediniz ve MOSFET�in 
açlmas için gerekli olan e ik gerilimi(Vth) de erini tespit ederek, not alnz.  
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IGBT�LER 
  

IGBT�ler, güç MOSFETleri ve BJT�lerinin  baz avantajlarn üzerinde toplayan bir 
anahtarlama elemandr. MOSFET�e benzer olarak, yüksek  bir kap empedans vardr 
ve bu da anahtarlama kolayl  sa lar.  IGBTlerin , BJTler gibi, iletim gerilim dü ümleri  
oldukça küçük,  ileri krlma gerilimleri de oldukça büyüktür. Kapdan kanal içerisine 
aznlk ta yclar injeksiyonu olmad ndan BJT�ler gibi ikincil krlma gerilimi 
problemleri de yoktur. BJTlerden daha yüksek anahtarlama frekanslar vardr ama 
MOSFET kadar yüksek hzlara ula amazlar. Yine de anahtarlama karakteristikleri 
hemen hemen MOSFETle ayndr. 
  

IGBT�lerin 3 adet terminali vardr ve bunlar kap, emitör ve kolektör olarak 
adlandrlr. Çk  karakteristi i ise belirli bir kap-emitör gerilimi için, kolektör akmnn 
kolektör-emitör gerilimine göre de i imidir. IGBT�nin  sembolü ve çk  karakteristi i 
ekil 1.3.13�te gösterilmi tir. 

 

 
ekil 1.3.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



GÜÇ ELEKTRON                                                   38                                            

DENEY NO: 1.3.2 
DENEY ADI: IGBT DENEYLER  

 
1.3.2.1 IGBT Açlma Testi: 

 
ekil 1.3.14� deki devreyi  kurunuz 

 
ekil 1.3.14 

 

 
 

ekil 1.3.15 
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DENEY N YAPILI I: 
 

1-  Gerekli ba lantlar yaptktan sonra devreye gerilim veriniz. 
2-  Gate gerilimine yava  yava  artrarak osiloaskoptan çk  gerilimini izleyiniz. Bu 

anda çk  gerilimi besleme gerilimi olan 15V civarnda olmaldr. 
3-  Gate gerilimi 5V civarna gelince çk  gerilimi yava ça azalmaya ba layacaktr. 

Bu andaki gate gerilimini kaydediniz. (IGBT iletime geçmeye ba lam tr.) 
4-  Gate gerilimini artrmaya devam ediniz. Çk  gerilimi ksa bir süre sonra en az 

seviyesine inecek ve artk dü meyecektir. (IGBT iletimdedir.)  
Bu voltaj de eri 7V civarndadr. 

5-  Gate gerilimine göre çk  grafi ini çiziniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 1.3.16 
 

 
ekil 1.3.17 

VGG VÇk  

0V 15V 
1V 15V 
2V 15V 
3V 15V 

3.3V 14V 
3.6V 12V 
3.8V 10V 
4V 5V 

4.1V 2V 
4.2V 1V 
4.3V 1V 
5V 1V 
8V 1V 
10V 1V 
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1.3.2.2 IGBT Anahtarlama Testi 
 

ekildeki devreyi  kurunuz.  

 
ekil 1.3.18 

 

 
 

ekil 1.3.19 
 

Ayn ekilde VGE  kap-emitör, VCE kolektör-emitör gerilimlerinin ve IC kolektör 
akmnn dalga ekillerini gözlemleyerek çiziniz. IGBT�nin iletim e ik de erini de bir 
önceki deneydeki gibi tespit ediniz. 




